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Fabrication and  Characterization Study of CdTe1-xSex /ZnTe 

Heterojunction 

  CdTe1-xSex /ZnTe تصنيع ودراسة خصائص المفرق الهجين
 

 سؼ١ُ وؼ١ذ واظُ اٌّششذٞ

 ظاِؼح تاتً / و١ٍح اٌؼٍَٛ /لغُ اٌف١ض٠اء/اٌؼشاق

 

 الخلاصو
اٌىٙشتائ١ٗ ٚتؼغ  خظائض اٌفٌٛطائ١ٗ اٌؼٛئ١ٗ ٌٍّفشق اٌٙع١ٓ فٟ اٌثؽس اٌؽاٌٟ ذُ  ذظ١ٕغ ٚدساعح اٌخظائض          

 x=0.4,0.5 and( ػٍٝ لٛاػذ  nm) ±200 0.05تغّه  ZnTe اٌّظٕغ تاعرخذاَ ذم١ٕح اٌرثخ١ش اٌؽشاسٞ فٟ اٌفشاؽ ٌّادج

0.6 ) CdTe1-xSex إٌٛع اٌّأػ ِرؼذد اٌرثٍٛسِشعة ػٍٝ لٛاػذ ِٓ اٌضظاض إٌظ١ف ٔٛع ِٓ)corning) ػغؾ فشاؽ ( ذؽد

2x10
6
 mbar  ( 473ٚفٟ دسظح ؼشاسج اعاطkفٟ ؼاٌح اٌظلاَ اْ اٌّفشق ِٓ إٌٛع -(. اظٙشخ ٔرائط خظائض)ذ١اس)ظٙذ

ظٙذ( ٚظذ اْ اٌّفشق ِٓ إٌٛع اٌفعائٟ ِٚٓ خلاي ذماؽغ إٌّؽٕٟ اٌث١أٟ ِغ الاؼذاشٟ -غ١ش اٌّرّاشً . ِٚٓ ل١اعاخ )عؼٗ

C/1اٌغ١ٕٟ ػٕذ إٌمطٗ 
2
اٚػؽد خظائض اٌفٌٛرائ١ٗ   . V(and 0.88 0.8,0.83)ظٙذ اٌثٕاء اٌذاخٍٟ  ٚظذ اْ ل١ُ 0= 

ظٙذ( ػٕذ ظٙذ أؽ١اص ػىغٟ اعرعات١ٗ خط١ٗ ػا١ٌٗ ٚاٚػؽد ل١اعاخ ذ١اس دائشج اٌمظش ٚفٌٛر١ح -اٌؼٛئ١ٗ ٌم١اعاخ )ذ١اس

                     اٌذائشٖ اٌّفرٛؼٗ اٌغٍٛن اٌخطٟ ٌٍّفشق.

Abstract 
             In the present work, the fabrication and study the electrical and some photovoltaic 

prpperties  were carried out, for deposited thin( ZnTe)films with (200±0.05) nm thickness on a 

n-type CdTe1-xSex (x=0.4,0.5 and o.6) of polycrystalline structure by vapor deposition on clean 

corning glass substrate with (300 ±0.03) nm thickness under a vacuum pressure of the order 

(2x10
6
 mbar),at Ts =473k.The results of (I-V)characteristics under dark conditions showed the 

junction was anisotopic type.And from (C-V)measurements,it was shown a junction of abrupt 

type.The obtained (0.80,0.83,0.88)V built in potential were determined by extrapolation of the 

curve (1/C
2
) to a point 1/C

2
=0.The photovoltaic results of the reverse bias(current-voltage) 

showed a high linearity response ,also the(Voc,Isc) results showed a linear behavior of the 

junction. 

 
1   .   المقذمو  

اٌثاؼصْٛ ترٛظ١فٙا فٟ  لاَ  ،[1,2]ٚأخفاع  اٌىٍفٗ  ١ٌِٗصً اٌىفاءٖ اٌؼا ٔظشا ٌلاِر١اصاخ اٌرٟ ذّرٍىٙا اٌّفاسق اٌٙع١ٕٗ                

سق .اْ اٌّفا[6-3] ١ٌٚضساخ اشثاٖ اٌّٛطلاخ ٚاٌرشأضعرٛساٌّرؼذدٖ ِٕٙا اٌىٛاشف ٚاٌخلا٠ا اٌشّغ١ٗ  اٌّعالاخ اٌرىٌٕٛٛظ١ٗ

تظٛسٖ ػاِٗ تأٙا اذظاي ؼ١ّّٟ ت١ٓ ِادذ١ٓ شثٗ ِٛطٍر١ٓ ِخرٍفر١ٓ فٟ وً ِٓ)فعٛج اٌطالٗ ٚالاٌفٗ الاٌىرش١ٔٚٗ  اٌٙع١ٕٗ ذؼشف

اشٕاء طٕاػح اٌّفشق اٌٙع١ٓ ٠عة الاخز تٕظش الاػرثاس تؼغ اٌؼٛاًِ اٌرٟ ذؤشش ػٍٝ  . [7 ]ٚداٌح اٌشغً ٚشاتد اٌؼضي اٌىٙشتائٟ(

ٌىً ِٓ اٌّادذ١ٓ اٌّىٛٔر١ٓ ٌٍّفشق اٌٙع١ٓ، ؼ١س اْ ػذَ اٌرطاتك اٌشث١ىٟ ٠عة اْ  ٙا اٌصاتد اٌشث١ىٟخٛاص اٌّفشق اٌّظٕغ ِٕ

ٌرعٕة ؼذٚز الأخلاػاخ ػٕذ  % ٚوزٌه ػشٚسج ذماسب ل١ُ ِؼاًِ اٌرّذد اٌؽشاسٞ ٌٍّادذ١ٓ شثٗ اٌّٛطٍر١ٓ اٌٝ ؼذ ِا1لا٠رعاٚص

فٟ ؼاٌح اػاءج اٌّفشق ِٓ ظٙح اٌّادج راخ فعٛج   ( (Window effect   وزٌه ٠ّىٓ ذؽم١ك ظا٘شج إٌافزٖ [8 ]اٌغطػ اٌفاطً

دا ٌىً ِٓ الاٌىرشٚٔاخ ٚاٌفعٛاخ اػرّا ذّراص ٘زٖ اٌّفاسق تىفاءج ؼمٓ ػا١ٌٗ .] [9اٌطالٗ اٌؼش٠ؼٗ ٌىشف اؽٛاي ِٛظ١ٗ ؽ٠ٍٛٗ

 .10] [ػٍٝ فعٛج اٌطالٗ ٌّادذٟ اٌّفشق

  ZnTe   ذٍٛسا٠ذ اٌخاسصٌّادج  ع١ٓ تٛاعطح ذم١ٕح اٌرثخ١ش اٌؽشاسٞ فٟ اٌفشاؽفٟ ٘زا اٌثؽس ذُ ذظ١ٕغ اٌّفشق اٌٙ             

 7.5x2.5تاتؼاد ) ( ِرؼذدج اٌرثٍٛس تؼذ اْ ٠رُ ذشع١ة اٌّادٖ الاخ١شٖ ػٍٝ لاػذٖ ِٓ اٌضظاض (CdTe1-xSex ػٍٝ لاػذٖ ِٓ ِادٖ

cm .)إٌرائط  ٛٔر١ٓ ٌٍّفشق فاْ إٌرائط اٌّغرؽظٍٗ ٠ؼاٌٍّٟ٘ادذ١ٓ اٌّى  (2.29 %)  اٌؼاٌٟ  اٌشث١ىٟ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌلاذٛافك

    . 10] [اٌرٟ ذُ اٌؽظٛي ػ١ٍٙا فٟ اٌثؽٛز اٌغاتمٗ 

 

الجانة العملي والقياسات.     2  
ِٚٓ شُ ٚػؼٙا فٟ وؽٛي الا٠صأٛي إٌمٟ فٟ  ِٚغاؼ١ك اٌرٕظ١ف ذٕظ١فٙا تاٌّاء اٌفاذش تؼذ ١ٗششائػ صظاظؼؼشخ                 

دل١مٗ ِٚٓ شُ ذعف١فٙا تٛسق خاص ٌرعف١ف اٌششائػ اٌضظاظ١ٗ.ذُ اعرخذاَ ِٕظِٛح اٌرثخ١ش  15تاخ فٛق اٌظٛذ١ٗ ٌّذج ظٙاص اٌزتز



 2011/  علمي/  الثاني العذد - التاسع المجلذ – العلمية كرتلاء جامعة مجلة
 

 385 

ذؽد ػغؾ ٚاؽٝ   (nm 300±0.03)تغّه   CdTe1-xSexلاظً ذثخ١ش ِادج  (Balzers BAE 370 ) اٌؽشاسٞ ٔٛع 

10)تؽذٚد
6
mbar) ُاٌّؽرٜٛ  ِخرٍفٗ ٌٚم١ ِٓx x=0.4,0.5 and 0.6)  ػٍٝ اٌمٛاػذ اٌضظاظ١ٗ تؼذ رٌه ذُ ذثخ١ش ِادج )ZnTe 

َ ١ٌّٕٛؼذْ الاح اٌزوش ٌؼًّ اٌّفشق تؼذ رٌه ذُ ػًّ الالطاب ِٓ ِفأ CdTe1-xSex ػٍٝ اغش١ح   ((0.05nm±200تغّه 

غ اٌّفاسق ٚذّد ػ١ٍّح ذع١ّ ِٓ خلاي الٕؼٗ ٚتاعرخذاَ ٔفظ ِٕظِٛح اٌرثخ١ش اٌؽشاسٞ(  nm200 عّه ) )٠ؼطٟ اذظالا ا١ِٚا(

 (. (Silver paste ػٍٝ اٌمٛاػذ ٚذصث١د الاعلان تاعرخذاَ ػع١ٕح اٌفؼٗ

ٔؽ١اص اظٙذ( فٟ ؼاٌح اٌظلاَ ٚل١اط ذ١اس الأؽ١اص الاِاِٟ ٚاٌؼىغٟ ػٕذ ظٙذ -ذؼّٕد اٌم١ٍغاخ دساعح خظائض)ذ١اس              

ٚاعرخذَ  ظٙذ(-اػرّذخ ل١اعاخ )عؼٗ ٕاء اٌذاخٍٟ ٌٍّفشق(. ٌٍٚرؼشف ػٍٝ ٔٛع الاذظاي ٚذؽذ٠ذ ِمذاس ظٙذ اٌث 0.1-3)٠Vّرذ ت١ٓ 

فٟ ؼاٌح الاػاءٖ وذاٌٗ ٌعٙذ   ظٙذ(-. ذؼّٕد خظائض اٌفٌٛرائ١ٗ اٌؼٛئ١ٗ ل١اط) ذ١اس V(0.1-1)ت١ٓ  ظٙذ أؽ١اص ػىغٟ

ذ١اس دائشج اٌّفشق اٌٝ وصافاخ لذسٖ ػٛئ١ٗ ِخرٍفٗ تاعرخذاَ ِظثاغ ٘اٌٛظ١ٕٟ، وّا ذُ ذؽذ٠ذ  الأؽ١اص اٌؼىغٟ، ؼ١س ػشع

تاعرعذاَ ِٕظِٛح فؽض اٌىٛاشف  ذُ ل١اط الاعرعات١ٗ اٌط١ف١ٗ ئشٖ اٌّفرٛؼٗ. ٌّٚؼشفح ؽث١ؼح اداء اٌىاشفاٌمظش ٚفٌٛر١ٗ اٌذا

 Infraredٔٛع ) ) ( nm 1300-400اٌزٞ ٠ؼًّ ػّٓ ِذٜ ؽ١فٟ Momochrometer)اٌّؤٌفٗ ِٓ ِٛؼذ اٌطٛي اٌّٛظٟ ) 

spectrtrradiometer model 760)  ١ٍظ اٌر١اس اٌشلّٟ ٔٛع ِٚم( Fluke Multimetre Digital 810 )  ٌم١اط اٌر١اس

 : ]11[، شُ ذُ ذؽذ٠ذ ِمذاس الاعرعاتٗ اعرٕادا اٌٝ اٌؼلالٗ الاذ١ٗ ) Iph)اٌؼٛئٟ

                                                    

(1) ……………………………………………………….  
P

I
R

ph
               

: لذسج اٌؼٛء اٌغالؾ.          P                        

 

.   3    النتائج والمناقشو  
 

ٚاٌرٟ ِٓ خلاٌٙا ٠ّىٓ دساعح عٍٛو١ح اٌر١اس ظٙذ( ٌٍصٕائٟ اٌّظٕغ فٟ ؼاٌح اٌظلاَ -خظائض )ذ١اس  1)٠ّصً اٌشىً )                

فٟ ؼاٌح اٌظلاَ تغثة أرماي  الاِاِٟ الأؽ١اص . ٠ٕشا ذ١اساص الاِاِٟ ٚاٌؼىغِٟغ اٌعٙذ اٌّغٍؾ ػٍٝ ؽشفٟ اٌّفشق فٟ ؼاٌرٟ الأؽ١

وّا  (Mass action lowفٟ لأْٛ فؼً اٌىرٍٗ) ف١مً ػشع ِٕطمح إٌؼٛب ٠ٚغثة رٌه ؼذٚز ذٕالضؼاِلاخ اٌشؽٕٗ الاغٍث١ٗ 

 فٟ اٌّؼادٌٗ الاذ١ٗ:

 

        np PPni 2  ………………………………………………………… (2) 

ni   ؼ١س   
2
 : ذشو١ض اٌؽاِلاخ الال١ٍٗ. Pn: ذشو١ض اٌؽاِلاخ الاغٍث١ٗ ،  Pp: ذشو١ض اٌؽاِلاخ اٌزاذ١ٗ ،   

اْ ِٕؽٕٟ ذ١اس الأؽ١اص الاِاِٟ ٠رىْٛ ِٓ  ٔلاؼع( (and 0.6 0.4,0.5ٕ٘ان شلاز ٔغة ِخرٍفٗ ٌٍرش١ٍ٠َٛ  1-3  ) الاشىايفٟ 

اٌم١ٍٍٗ فٟ اٌر١اس ٚاٌرٟ ذماتً ل١ُ اٌفٌٛر١اخ اٌم١ٍٍٗ ٚاٌرٟ ذؽذز ٔر١عح ٌرغ١شػشع ِٕطمح  ، الاٌٚٝ ذّصً ِٕطمح اٌض٠ادٖ ِٕطمر١ٓ

فرث١ٓ اٌض٠ادٖ اٌّرغاسػٗ فٟ ل١ُ اٌر١اس ٚاٌرٟ ذماتً اٌفٌٛر١اخ اٌؼا١ٌٗ ٟٚ٘ ذّصً ذ١اس  اٌصا١ٔٗإٌؼٛب تغثة ذ١اس الاذؽاد. اِا إٌّطمٗ 

١اص اٌؼىغٟ فٟ اٌشىً ٔفغٗ اٌٝ ِٕطمر١ٓ ، الاٌٚٝ ٟ٘ ِٕطمح اٌفٌٛر١اخ اٌم١ٍٍٗ ٚاٌرٟ الأرشاس. ٚوزٌه ٠ّىٓ ذمغ١ُ ِٕؽٕٟ ذ١اس الأؽ

لاؼع اٌض٠ادٖ فٟ ل١ّح اٌر١اس اِا إٌّطمٗ اٌصا١ٔٗ فرّصً ِٕطمح اٌفٌٛر١ٗ اٌؼا١ٌٗ ٚاٌرٟ ذغرمش ف١ٙا ل١ّح اٌر١اس ٠ٚرغٍة ٠ذّصً ذ١اس اٌرٌٛذ ٚ

اٌٝ ص٠ادج ػشع ِٕطمح  ٠ؼضٜ اْ ص٠ادج اٌر١اس اٌؼٛئٟ ِغ ظٙذ الأؽ١اص ٠ّىٓ اْ.اٞ [11]دذ١اس الأرشٍش ػٍٝ ذ١اس اػادج الاذؽاد

فٕؽظً ػٍٝ اِرظاص اٌؼٛء ػّٓ ِٕطمح إٌؼٛب اٚ ػّٓ إٌّاؽك ( 4-6وّا فٟ الاشىاي {إٌؼٛب ِغ ص٠ادج ظٙذ الأؽ١اص

س اٌؼٛئٟ، وّا اْ فٌٛر١ح الأؽ١اص اٌؼىغٟ اٌمش٠ثٗ ِٕٙا ٚتاٌراٌٟ عٛف ذضداد اؼرّا١ٌح ِغاّ٘ح اٌؽاِلاخ اٌّرٌٛذٖ فٟ ص٠ادج اٌر١ا

فعٖٛ( ٚتاٌراٌٟ ص٠ادج اٌر١اس -) اٌىرشْٚاصٚاضاٌذاخٍٟ ِّا ٠ض٠ذ ِٓ اؼرّا١ٌح فظً  تائٟذغثة ص٠ادٖ فٟ ل١ّح اٌّعاي اٌىٙش

ؽاِلاخ . ِٚٓ ظٙح اخشٜ فاْ ص٠ادج لذسج اٌؼٛء اٌغالؾ ٠ؼٕٟ ص٠ادج ػذد اٌفٛذٛٔاخ اٌغالطٗ ِّا ٠ض٠ذ ِٓ ػذد اٌ[12]اٌؼٛئٟ

ٚػّٓ ػّك أرشٍش اٌؽاِلاخ اٌزٞ ٠ؼرّذ ػٍٝ فرشج ؼ١اج اٌؽاِلاخ الال١ٍٗ فٟ ِٕطمح  اٌّرٌٛذٖ ػٛئ١ا ػّٓ ِٕطمح إٌؼٛب

لاؼظٕا اؼغٓ ل١ّٗ ٌٍر١اس ػٕذ اٌّفشق   . [10]اٌغالؾإٌؼٛب، ٚتٙزا ٠ضداد اٌر١اس اٌؼٛئٟ تض٠ادج اٌمذسٖ اٌؼٛئ١ٗ ٌٍؼٛء 

CdTe0.4Se0.6/ZnTe. 
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جهذ عنذ -( خصائص تيار1شكل )

  CdTe0.6 الظلام للمفرق الهجين

Se0.4/ ZnTe   عنذ انحياز امامي

 .473kوخلفي تذرجة حرارة اساس 

                                

جهذ عنذ -( خصائص تيار2شكل )

  CdTe0.5 الظلام للمفرق الهجين

Se0.5/ ZnTe   عنذ انحياز امامي

وخلفي تذرجة حرارة اساس 

473k. 

 

جهذ عنذ -( خصائص تيار3شكل )

  CdTe0.4 الظلام للمفرق الهجين

Se0.6/ ZnTe   عنذ انحياز امامي

 .473kرة اساس وخلفي تذرجة حرا

 

جهذ -( خصائص تيار4الشكل )

 /CdTe0.6  Se0.4للمفرق الهجين 

ZnTe  عنذ الاضاءه عنذ انحياز

عكسي وتذرجة حرارة اساس 

473k 

جهذ -( خصائص تيار5الشكل )

 /CdTe0.5  Se0.5للمفرق الهجين 

ZnTe  عنذ الاضاءه عنذ انحياز

 473kعكسي وتذرجة حرارة اساس 

جهذ للمفرق -( خصائص تيار6) الشكل

عنذ  CdTe0.4  Se0.6/ ZnTeالهجين 

الاضاءه عنذ انحياز عكسي وتذرجة 

 473kحرارة اساس 
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ٚٔلاؼع ذٕالض ل١ّح عؼح اٌّرغؼٗ تض٠ادج ل١ّح ظٙذ  ذاٌٗ ٌعٙذ الأؽ١اص اٌؼىغٟ( ذغ١ش عؼح اٌّرغؼٗ ٌٍّفشق و7-9ذٛػػ الاشىاي )

( ذّصً اٌؼلالٗ ت١ٓ ِمٍٛب ِشتغ اٌغؼٗ ٚظٙذ الأؽ١اص اٌؼىغٟ (10-12الاشىاي [11] الأؽ١اص تغثة ص٠ادج ػشع ِٕطمح إٌؼٛب

ٚلذ اعرخذِٕا شلاز  [13] ( ِٓ خلاي ذماؽغ اٌخؾ اٌّغرم١ُ ِغ ِؽٛس اٌفٌٛر١ٗ Vbiاٌذاخٍٟ ٌٍّفشق)ٚاٌزٞ ٠ؼطٟ ِمذاس ظٙذ اٌثٕاء 

 (.  and 0.4،0.6 0.5ٔغة ٌٍرش١ٍ٠َٛ )

( ذٛػػ اٌؼلالٗ ت١ٓ ذ١اس دائشج اٌمظش ٚفٌٛر١ح اٌذائشٖ اٌّفرٛؼٗ وذاٌٗ اٌٝ وصافح اٌمذسٖ اٌؼٛئ١ٗ اٌغالطٗ. ٠ٚؼرثش  7-12الاشىاي )

فعٖٛ( تٛاعطح -ٍّاْ ِٓ اٌخظائض اٌّّٙٗ ٌّفاسق اٌفٌٛطائ١ٗ اٌؼٛئ١ٗ ار ٠ّىٓ فظً اٌّضدٚظاخ اٌّرٌٛذٖ)اٌىرشْٚ٘زاْ اٌّؼ

 اٌّعاي اٌىٙشتائٟ دْٚ اٌؽاظٗ اٌٝ ظٙذ أؽ١اص خاسظٟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

              

               

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   

 

    

( تغير السعو كذالو لفىلتية 8الشكل )

هجين الانحياز العكسي للمفرق ال

CdTe0.5  Se0.5/ ZnTe 

 

( تغير السعو كذالو لفىلتية 9الشكل )

الانحياز العكسي للمفرق الهجين 

CdTe0.4  Se0.6/ ZnTe 

 

( تغير السعو كذالو لفىلتية 7الشكل )

الانحياز العكسي للمفرق الهجين 

CdTe0.6  Se0.4/ ZnTe 

 

( تغير مقلىب مرتع السعو 10الشكل)

و لفىلتية الانحياز العكسي للمفرق كذال

 CdTe0.6  Se0.4/ ZnTeالهجين 

 

( تغير مقلىب مرتع السعو 11الشكل)

كذالو لفىلتية الانحياز العكسي للمفرق 

 CdTe0.5  Se0.5/ ZnTeالهجين 

 

( تغير مقلىب مرتع 12الشكل)

السعو كذالو لفىلتية الانحياز 

العكسي للمفرق الهجين 

CdTe0.4 Se0.6/ ZnTe 
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اْ ذ١اس دائشج اٌمظش ٠ثذا تاٌض٠ادٖ اٌرذس٠ع١ٗ وذاٌٗ ٌٍشذٖ اٌؼٛئ١ٗ ١ٌظً تؼذ٘ا اٌٝ ل١ّٗ شاترٗ)دسظح   (13-15)٠لاؼع فٟ الاشىاي 

 اٌرشثغ( لا ٠راشش تؼذ٘ا تاٌمذسٖ الاشؼاػ١ٗ ؽثما ٌٍؼلالٗ الاذ١ٗ:

 

 

 

        Iph   α   P
n
         ……………………………………………………….. (3) 

 

ل١ّح ذ١اس دائشج اٌمظش  اصدادخ Teأٗ وٍّاصادخ ٔغثح (16-18)  ِٕؽ١ٕاخ ذ١اس دائشج اٌمظش ٚفٌٛر١ح اٌذائشٖ اٌّفرٛؼ٠ٚٗلاؼع ِٓ 

 اٌرٟ ذؼًّ وّشاوض الرٕاص ٌٍؽاِلاخ. ( Surface Defects اٌغطؽ١ٗ اٌّرىٛٔٗ) ٚفٌٛر١ح اٌذائشٖ اٌّفرٛؼٗ  ٚرٌه ٔر١عح ٌٍؼ١ٛب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(تغير تيار دائرة القصرمع 13الشكل ) 

اقط للمفرق الهجين قذرة الضىء الس

CdTe0.6  Se0.4/ ZnTe 

 

  

(تغير تيار دائرة 14الشكل )

الساقط  الضىء قذرةالقصرمع 

 /CdTe0.5 Se0.5للمفرق الهجين 

ZnTe 

 

(تغير تيار دائرة 15الشكل )

الضىء الساقط  قذرةالقصرمع 

 /CdTe0.4  Se0.6للمفرق الهجين 

ZnTe 
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اٌىٛاشثف  ذؼّثً سق اٌّظٕؼٗ ؼ١ثس ٔلاؼثع اْ ( ٠ث١ٓ ذغ١ش الاعرعاتٗ اٌط١ف١ٗ وذاٌٗ ٌٍطٛي اٌّٛظٟ ٌع١ّغ اٌّفا1(9 اٌشىً            

( . ٠ّىثٓ ذظث١ٕف الاعثرعاتٗ اٌثٝ شثلاز ِٕثاؽك، إٌّطمثٗ الاٌٚثٝ راخ الاؽثٛاي اٌّٛظ١ثٗ  1100- 400)  nmػثّٓ اٌّثذٜ اٌط١فثٟ

( ٚف١ٙا ذىْٛ ل١ُ الاعرعات١ٗ ل١ٍٍٗ ؼ١س ٠ىْٛ اِرظاص اٌؼٛء اٌغالؾ ػٕذ اٌغثطػ ٚرٌثه    (nm 400-650اٌمظ١شٖ ػّٓ اٌّذٜ 

  nm (650)ذٍثه الاؽثٛاي اٌّٛظ١ثٗ وث١ثش نٞ اْ الاِرظثاص ل١ٍثً. ٚتؼثذ ص٠ثادج اٌطثٛي اٌّثٛظٟ ِثٓ  ػٕذ  αلاْ ِؼاًِ الاِرظاص 

( ، ؼ١ثس ٠ىثْٛ اِرظثاص اٌؼثٛء ػٕثذ  (A/W 0.228ٔلاؼثع اِثرلان اٌّفثشق اػٍثٝ ل١ّثٗ ٌلاعثرعا٠ٗ ٌرظثً اٌثٝ  nm (750)اٌٝ 

٠ؼٕثٟ وفثاءٖ ػا١ٌثٗ فثٟ ِؼثذي لظثً اٌّضدٚظثاخ  ِٕطمح إٌؼٛب اٚ ػٍٝ ظأث١ٙا ٚػٍٝ ِغثافٗ ذؼثادي ؽثٛي أرشثاس اٌؽثاِلاخ ٚ٘ثزا

اٌّرٌٛذٖ تاٌّعاي اٌىٙشتائٟ اٌذاخٍٟ ِماسٔح تثا ٌّٕطمثٗ الاٌٚثٝ ، اِثا إٌّطمثٗ اٌصاٌصثٗ ٚ٘ثٟ اٌّطمثٗ تؼثذ اٌطثٛي اٌّثٛظٟ     ٚف١ٙثا ذمثً 

. ٔلاؼثع ]14[الاِرظاطث١ٗ(  اٌزٞ ٠ؼٕٟ ص٠ادٖ فٟ إٌفار٠ٗ )ٔمظاْ فٟ λcاعرعاتح اٌّفشق ٚرٌه لالرشاتٕا ِٓ اٌطٛي اٌّٛظٟ اٌماؽغ 

 CdTe0.4Se0.6/ZnTeاْ افؼً ِفشق ٘ٛ 

 

 
    

 

 
 

   

 

 
 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

(تغير فىلتية الذائره المفتىحو 16الشكل )

مع قذرة الضىء الساقط للمفرق الهجين 

CdTe0.6  Se0.4/ ZnTe 

 

(تغير فىلتية الذائره 17الشكل )

قذرة الضىء الساقط  معالمفتىحو 

 /CdTe0.5  Se0.5للمفرق الهجين 

ZnTe 

 

(تغير فىلتية الذائره 18الشكل )

ط المفتىحو مع قذرة الضىء الساق

 /CdTe0.4  Se0.6للمفرق الهجين 

ZnTe 

 

 .ِخرٍفٗ( ِٕؽ١ٕاخ الاعرعاتٗ اٌط١ف١ٗ وذاٌٗ ٌٍطٛي اٌّٛظٟ ٌٍّفاسق اٌّظٕؼٗ تظشٚف  19اٌشىً )
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 الاستنتاجات 
 ١ٗ: ِٓ خلاي ِٕالشح ٚذؽ١ًٍ إٌرائط ذُ اٌرٛطً اٌٝ الاعرٕراظاخ الاذ

 

 ٌّٕطمٗ اٌّشئ١ٗ ٚذؽد اٌؽّشاء اٌمش٠ثٗ. اْ اٌّفاسق اٌٙع١ٕٗ فٟ ٘زا اٌثؽس ذؼًّ ػّٓ ا .1

 .                .  nm 950ٌلاعرعاتٗ اٌط١ف١ٗ ػٕذ اٌطٛي اٌّٛظٟ  وأد اػٍٝ ل١ّٗ .2

رائط ػٕذِا ػٍٝ افؼً إٌ وأد اٌخظائض اٌفٌٛطائ١ٗ اٌؼٛئ١ٗ ٌٍّفشق اٌّظٕغ داٌٗ ٌظشٚف اٌرظ١ٕغ ، فمذ ذُ اٌؽظٛي .3

 . CdTe0.4Se0.6/ZnTe( نٞ ػٕذ اٌّفشق 0.4ذىْٛ ٔغثح اٌرش١ٌَٛ )

ٌزٌه  فٟ ذظ١ٕغ اٌّفشق اٌٙع١ٓ CdTe1-xSex( ذٛط١ٍ١ٗ ِٓ إٌٛع اٌماتً ػٕذ اعرخذاِٙا ِغ ِادج  ZnTeذؼطٟ ِادج ) .4

 فاْ اٌّفشق اٌّظٕغ ِٓ إٌٛع غ١ش اٌّرّاشً.

 ٌّغرخذِٗ فٟ ٘زا اٌثؽس ٟ٘ ِٓ إٌٛع اٌفعائٟ.اٌعٙذ ٔغرٕرط تاْ اٌّفاسق ا-ِٓ ل١اعاخ اٌغؼٗ .5

 ٠ؼرّذ ِمذاس اٌر١اس اٌؼٛئٟ تظٛسٖ ِثاششٖ ػٍٝ ِمذاس ظٙذ الأؽ١اص. .6
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